SM 103

electronic

Silizium-MOS-Feldeffekt-Transistor (n-Kanol-Deplation-Typ) mit hoher Eingangsimpedun'z
fir allgemeine Anwendung, Bauform L 3 nach TGL 200-—8380. Das Substrat ist jnner-
halb des Gehduses mit Source verbunden.
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Masse ca. 0,3 g
Warmewiderstand Reen/a = 0,6 grd/mW

Grenzwerte; gliltig flir den Betriebstemperaturbereich

Ubsy = 20V

Drain-Source-Spannung
Ues = =15V bis +5V

Gate-Source-Sponnung

Drain-Gate-Spannung Upa == 32V

Drainstrom o = 15 mA

Gesamtverlustleistung bei ¢4 = 25°C Prae = 150mW

Kanaltemperatur dch = +4125°C

Batriebstemperaturbereich fa = 0°C bis }+125°C
Statische Kennwerte (#. = 25°C -5 grd) Min. Typ Max.

Drain-Source-Durchbruchspannung Uler)osy 20V
-Ugs = 12V

lo = 10 A

Schwellspannung -Ur 7.5V 12V
Uos = 8V

ip = 10 pA

Drainstrom Ipss 3ImA 7.5mA  12mA
Uos = 8V

Ugs = 0V

Eingangswiderstand Re 101202 1040

Ugss = 10V



Dymamische Kennwerte (9. = 25°C -5 grd)

Steilheit y21 1.3mS 1,7mS
Upbs = 8V
Ugs = 0V
f == 1 kHz
Eingangskapazitat c11 55pF 6,5pF
Ubs = 8V
Ucs =0V
Ausgangskapazitét G232 28 pF
Ups = 8V
Uss = QV
£ =1 MHz
Drain-Gate-Riickwirkungskapazitat c1z 1.3 pF
Uos = BV
Uscs = QV
f = 1 MHz
Ausgangsieitwert g22 0,154 mS
Ut?s = 8V
Uss = QV
f = 1 MHz
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Drain-Source-Widerstand

bei Ups = 0,1V
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Steilheit bei Ups =8V
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Eingangskennlinie bei Ups = 8V
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